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［はじめに］強い光励起下での GaAs からのフ

ォトルミネッセンス(PL)強度低下は，光励起で

生成されたキャリアの非発光再結合による欠

陥の増殖[1]などが原因であるとされ，半導体

デバイスの信頼性の観点から，その評価は重要

である。本研究では，市販の GaAs 基板に対し

て，数 100 kW cm-2程度の高パワー密度励起下

での測定を行い，PL 強度の低下について調べ

た。 

［実験］試料には，市販されている複数の GaAs

基板を用いた。高パワー密度で励起するために

顕微 PL 測定を行なった。励起光源に DPSS レ

ーザー(波長 532 nm)を用いた。様々なレーザー

パワー密度に対して，PL スペクトルの時間変

化を CCD によって室温で測定した。 

［結果］半絶縁性 GaAs(001)基板に対してレー

ザーパワー密度 319 kW cm-2で測定した PL ス

ペクトルの時間変化を Fig. 1(a)に，PL 強度の

時間変化のレーザーパワー密度依存性を Fig. 

1(b)に示す。Fig. 1(b)に示した実線は，式(1)で

示される関数[2]を用いたフィッテングによっ

て得られた結果である。 

𝐼(𝑡) = 𝐼(0) {1 − 𝐴𝑒−(
𝑡
𝜏

)
𝛽

}             (1) 

ここで，𝜏および𝛽はそれぞれ拡張指数関数に

おける特徴的時定数および拡張指数である。𝛽

の値はいずれのレーザーパワー密度において

も 0.2 程度である一方，𝜏はレーザーパワー密

度増加にしたがって，0.6 秒から3 × 10−3秒ま

で減少した。 

 Fig. 2(a)および(b)はそれぞれ，N 型 GaAs(001)

基板(𝑛 = 2 × 1018 cm−3)に対して，レーザーパ

ワー密度 311 kW cm-2で測定した PL スペクト

ルの時間変化および PL強度の時間変化のレー

ザーパワー密度依存性を示す。894 kW cm-2と

いう高パワー密度励起においても PL 強度の低

下は見られない。N 型基板と比べて，半絶縁性

基板のレーザー照射直後における PL 積分強度

は２桁程度低いことから，元々より多く存在し

ていた非発光再結合過程が高パワー密度励起

による PL 強度低下につながることがわかる。 

 

 

Fig. 1 (a) Time evolution of PL spectra and (b) laser power 

density dependence of the PL intensity degradation of semi-

insulating GaAs.  

 

 

Fig. 2 (a) Time evolution of PL spectra and (b) laser power 

density dependence of the PL intensity degradation of N-

type GaAs.  
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